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KREMNIYNING OPTIK VA ELEKTR XOSSALARI
ONTUYECKUE U 3NEKTPUYECKUE CBOUCTBA KPEMHMA
OPTICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF SILICON

Yuldashev Mirjalol Karimjon-o‘g‘li
Farg ona davlat universiteti, Fizika kafedrasi o gituvchisi

Annotatsiya
Lishbu magoiads kremnpiyning ophik va elexir xaossalan yortiigan. Kremniyring yenmo tkazgich sifatidsgr asosly
tavsifian. uning yoruglikni yulishi, sindirish ko'rsafkichi optik otkazuvchanligi hamda elekir otkazuvchanlioi fashuvchilar
harakafchaniigi va haroratga bogligiigi hagida umuomiy malumatiar keftiriladi Shuningdek, kremniyning zamonaviy
elekiranika. oploelekironika, quyosh batareyalar va folodetekioriar sohasidsgl amally gollaniishiga alohida e'tibor
garatiigan. Magoia kremniyning fundamental xossalann! yonlish orgall uning iimiy va amally ahamiyatinl korsatib beradi.
ARHOMAayus
B dannol cmames pACCMOMPErs! ONMULECKUE U 3Mekmpuyeckue ceodomss Kpemyus. Mpusedensl obujue
ceederus O XapeKMepUCMUNaX KDeMHUR KaK NonymoosodHUNS, BRAFDUYAR MOo2NOWEHUE Ceema.  NoKesamens
MPENCMITEHUR, ONMUYECKH NO0S00UMOCTE, ATEKMPUYECKYH AposoduMocma, ModeU¥HOCME HoCUMened sapAads u
MEeMIENamypHY 3asucumocme. Ocofioe eruMarUe vOSNeHD NRaKMUYSCHOMY MOUMEHEHUK KDEMEUR & CoSDeMeRHOU
INEKMPOHUKE, OMMOTEKMOoNUKE, COMHeuHEl Jamapery U homodemexmaopax CMAames NoduepKUSsssm Hayukoe U
MoEKMULECKDE SHaYeHUe VHIaMERMANBHEL CEOICME KDSMHUR
Abstract
This arficle discusses the optical and electrical properties of silicon. General information /s provided about
silicon a5 8 semiconductor, including light absorption, refractive index, oplical transmission, elecirical conductivity. canier
mobilifty. and fempersiure dependence. Special affention is given fo the practical applications of silicon in modem
electronics, oploelectronics, sofar cells, and photodetectors. The article highlights the scientific and practical significance
of the fundamental properties of sificon

Kalit so‘zlar: kremniy, yanmao thazgich, optik xossalar, elektr xossalar, fotodetektor, guyash bafareyasi

Kmoveewie choga: EpeMyud,  nonynposodHur,  onmuveckue ceolomes, anexmpuyeckue csodomes,
fomaodemermop, conkeyras Gamapes.

Key words: silicon, semiconductor, optical properties, electncal properties, phofodetector, sofar cell.

KIRISH

Kremniy zamaonaviy yarimo'tkazgichlar texnologiyasining eng muhim asosiy matenali
hisoblanadi. Uning noyob optik va elekir xossalar sababli kremniy elektronika, mikroelekironika,
optoelektronika, quyosh energetikasi hamda turli xil fotoelektrik asbob-uskunalar ishlab chigarishda
keng gollaniladi. Hozirgt kunda kremniy asosidagi matenallaming elekir o'tkazuvchanligi,
yorug'lkni yutish va o'tkazish gobiliyati shuningdek, legirtash jarayonida o'zgarishi ilmiy
tadgigotlarning dolzarb yo nalishlandan bin sanaladi.

Kremniyning optik xossalar yoruglikning yutilishi, sindinlishi va o'tkazilishi bilan bevosita
bog'lig bo'lib, fotoelektrik asboblarming samaradorligini belgilab beradi. Shu bilan birga, uning elektr
xossalan — elekir o'tkazuvchanligi, haroratga bog'ligligi hamda tashuvchilar harakatchanligi —
yarmo tkazgichli qunimalar facliyatini aniglovchi asosiy omillar sirasiga kiradi.

Mazkur magolada kremniyning optik va elekir xossalarn hagida umumiy ma'lumotiar benladi
hamda ularning amaliy ahamiyati yonitiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Kremniy yarimo'tkazgich sifatida XX asrdan boshlab keng migyosda tadgig glina
boshlangan va bugungl kunda elekironika hamda optoelektronika sanoatining asosiy materali
sifatida tan olingan. Adabiyotlarda gayd etilishicha, kremniyning elekitr va optik xossalarini
o'rganish nafagat nazariy jihatdan, balki amally texnologiyalarni rivojlantirish nugtai nazandan ham
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muhim ahamiyat kasb etadi [1-3]. Jumladan, kremniy asosidagi yarimo'tkazgichlar mikrochiplar,
tranzistorlar, diodiar, integral sxemalar, quyosh batareyalan va turl xil fotodetektorlarda keng
gollaniladi [4-6].

llmiy manbalarda kremniyning optik xossalari asosan yorug’lik yutilishi, sindirish
ko'rsatkichi, optik o'tkazuvchanlik va infragizil diapazondagi sezgirligi nugtal nazaridan o'rganilgan
[Tl Shu bilan birga, uning elektr xossalari — elekir o'tkazuvchanlikning haroratga bogligligi,
elektron va teshiklarning harakatchanligi hamda legirlash jarayonida yuzaga keladigan o'zgarishlar
ham batafsil tahlil gilingan [8-9].

Ushbu magolada adabiyotiarda mavjud ma’lumotlarga asoslanib, kremniyning optik va
elektr xossalari hagida umumiy nazany tahlil beriladi. Magola eksperimental natijalarni o'z ichiga
olmay, ko'prog ilmy manbalar va mavjud tadqigotlar sharhiga tayanadi.

Tadqigot metodlari sifatida quyidagilar go'llanildi:

« Kremniyning optik va elektr xossalar bo’yicha ilmiy magolalar, monografiyalar va o'quv
adabiyotlarini tahlil gilish.

+ llgan o'tkazilgan eksperimental tadqiqgotlar natijalarini umumlashtinish va ularning nazary
asoslarini ko'rib chigish.

s Kremniyming amally go'llanilishi hagidagi mavjud ilmiy va texnologik yondashuviami
taggosiash.

MNatijada, kremniy xossalarining ilmiy va amaliy jihatlari umumiashtirildi hamda uning
elektronika va optoelekironikadagi o'mi kengroq ochib berildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Adabiyotlar va nazany tahlillar asosida aniglanishicha, kremniy o'zining noyob optik va
elekir xossalar tufayli zamonaviy elekironika va optoelektronika schalarida ajralmas material
hisoblanadi.

Optik xossalar nugtai nazaridan kremniy 1,1 eV energiya oraligida to'gndan-to'gr
bolmagan (indirekt) energiya teshigiga ega yanmo'tkazgichdir. Shu sababli u ko'prog infragizil
diapazonda sezgirlik ko'rsatadi. Yoruglik yutilish koeffitsienti to'lgin uzunligiga bog'lig bo'lib, gisga
to'lqinlarda yutilish yugon darajada, uzog tolginlarda esa past dargjada boladi. Shuningdek,
kremniyning sindinsh ko'rsatkichi (n=3,4) optoelektron qurlmalarda yorug'likni samarali boshqarish
imkonini beradi.

Elektr xossalari nugtai nazaridan, kremniy tabily holda yugon garshilikka ega, ammo
legirlash orgali uning elekir oco'tkazuvchanligi keng diapazonda boshganlishi  mumkin.
Elekironlarning harakatchanligi taxminan 1350 sm?{(V-s), teshiklarming harakatchanligi esa 480
sm(V-5) ni tashkil etadi. Harorat oshgani san kremniyning elekir o'tkazuvchanligi ham oriib boradi,
bu esa uni yugorn haroratli elektronika uchun ham muhim giladi.

Amaliy go‘llanilishida, kremniyning optik va elekir xossalan quyidagl sohalarda keng
gollaniladic

» Quyosh batareyalari: kremniy asosidagl fotoelementlar hozirgi kunda eng kop
ishlatifadigan manbalardan biri hisoblanadi.

+ Fotodetektorlar: kremniyning yoruglikka sezgirligi turli xil sensorlar va tasvir olish
qurilmalarida ishiatiladi.

» Mikroelektronika: tranzistorlar, diodlar, integral sxemalar ishlab chigarishda asosiy
material sifatida xizmat qgiladi.

s Optoelektronika: kremniy asosidagi foton gqunimalar axborot texnologiyalan rivojida
muhim rol o'ynaydi.

Muhokama shuni ko'rsatadiki, kremniy xossalarini chugurrog o'rganish va ulami turli
legirlash usullan orgali takomillashtiish zamonaviy texnologiyalarmni rnivojlantinshda muhim
ahamiyat kasb etadi. Aynigsa, fotodetektorlar va quyosh batareyalar samaradorligini oshirishda
kremniy matenallan ustuvor o'nin tutadi.

XULOSA
Yuqgoridagi tahlil va muhokamalardan kelib chigib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:
1. Kremniy yarimo‘tkazgich sifatida zamonaviy elekironika va optoelektronikaning eng
asosily materiali bo’lib, uning noyob optik va elekir xossalan ko'plab amaliy go'llaniishiarni belgilab
beradi.
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2. Optik xossalari — yorug’lik yutilishi, sindirish ko'rsatkichi va infragizil diapazondagi
sezgirligi tufayli kremniy fotodetekioriar va quyosh elementlanda keng ishiatiladi.

3. Elektr xossalari — elekir o'tkazuvchanlikning legiriash orgali boshganlishi, tashuvchilar
harakatchanligi va haroratga bogligligi kremniyni mikroelekironika qurilmalan uchun qulay giladi.

4. Amaliy ahamiyati — kremniy asosidagi gqurimalar (tranzistorlar, diodiar, integral
sxemalar, fotodetekiorlar, quyosh batareyalan) hozirgl texnologiyalaming asosiy yo'nalishini tashkil
etadi.

5. Kelajakda kremniy materiallarini turli legir elementlar bilan modifikatsiya gilish orgali
uning optik va elektr xossalarini yanada takomillashtirish va yangi aviod qurilmalarini yaratish
murmkin.

Umuman olganda, kremniyning optik va elekir xossalanni o'rganish nafagat iimiy jihatdan,
balki amaliy texnologiyalarni rnivojlantinsh nugtai nazandan ham katta ahamiyaiga ega.
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